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本論文では，電子ビーム励起による CdS と ZnO レーザの発振機構を明らかにすることを目的とし
て，高密度励起下での発光特性，および，発振しきい値，レーザ波長などの発振特性巳ついて研究を
行なった。

























本論文は電子線励起法を用いて ll-VI族化合物半導体である CdS および、ZnO 単結晶のレーザ発振
機構を詳細に調べた結果を報告したものである。すなわち，高密度励起下でのCdS ， ZnO の発光スペ
クトルの詳細な研究より，レーザ発振に寄与しているのは，広い温度範囲にわたり，励起子ー励起子
聞の衝突を伴う自由励起子からの発光であることを明らかにした。さらに，レーザ発振に及ぼす自己
吸収の影響を詳細に調べることにより，レーザ発振波長の温度依存性がバンドギャップ温度変化に比
べて大きいこと，および発振しきい値の温度依存性が従来の理論で予測されていたものより非常に小
さいことなどの測定結果を説明することに成功した。
以上のごとく本論文は半導体レーザの分野で重要な寄与をなしたものであり，博士論文の価値ある
ものと認める。
門i?A空
